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長プ ロセスの概要 は図1に 示 した とお りである[3]。まず 、
基板洗浄後、1,200℃でAl処理 を行い、ついで970～1,220℃
でAIN成 長核形成層を堆積 させた。層の厚 さは2,5nm(5
分子層)程 度で ある。その上に720℃で50㎜ 程度のAIInN
緩衝層 を形成 したあと、1,070℃でGaNを 成長 させ た。成
長層 の厚 さは約1ミ クロンである。本研究では、AlN成長
核形成層 にInを添加す ることによってGaN層 の更なる高
品質化 を狙っている。本実験 ではInの添加量を変 えるこ
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とによって成長層の品質変化 を評価 した。このため、成長
炉へのInの 導入量の他 、処理温度を変化 させ た。使用 し
た原料 は、TMA、TMG、TMIお よびアンモニアであ り、

























































































スペ ク トル の詳細 を見る と、二つの強い発光 とそ の間の
二つの弱い発光 とい う4つのピー クが組 になっていること
が分 かる。それぞれの発光 ピー ク波長(エ ネル ギー)は 、
GL帯 ピー クが5145㎜(2.410eV)、YL帯ピー クが584.5
nm(2.121eV)で、その間の弱L、二っ のピークは546.5㎜
(2.269eV)と553.5nm(2.240eV)である。この4つ のピー ク
を有す るスペ ク トル形状は、この試料 にか ぎらず 、(1-101)
半極性試料や(11-22)半極性試料の低温CLス ペク トル にも
見 られ、サファイヤ基板 上に作製 した試料では希 に室温で
も見 られ ることがあった。この特徴的なスペ ク トル形状が
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図5(a)Si基板上GaNのPLス ペク トル、(b)サ ファイ
































したという報告もある[12]。彼 らは、PLス ペク トルがプ
ロー ドな黄色帯発光を示す試料でもPCス ペク トルでは
明瞭な複数のピークが見えることに着目し、黄色帯い関与
するエネルギー準位を決定した。しかし、深い準位の光吸
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